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Конструкция нагревателя имеет решающее значение для контроля рас-
пределения температуры по активной зоне и влияет на потребляемую 
мощность. Для достижения требуемого распределения температуры, необ-
ходимо тщательно адаптировать нагреватель и геометрию подложки. Для 
иллюстрации равномерного распределения температуры предложены два 
различных практических решения. Первое, нагрев активной зоны с посто-
янной мощностью на единицу площади, в результате неоднородного тем-
пературного профиля. В этом случае внутренняя часть нагретой области 
испытывает потери тепла только для окружающего воздуха и излучения, в 
то время как внешняя часть имеет потери тепла через мембрану. Это при-
водит к тому, границы активной области будут холоднее, чем во внутрен-
ней части. Для компенсации требуется пространственный нагрев различ-
ной мощности (два нагревателя) [1].Проблема решается за счет использо-
вания кольцевого нагревателя, который служит для компенсации потерь 
тепла через мембрану таким образом, что тепловой поток через мембрану 
обращается в нуль внутри нагревателя. Одна из трудностей этого подхода 
заключается в том, чтобы определить компенсирующую мощность нагре-
ва, т.е. правильно регулировать мощность нагревателей[2]. Другой подход 
- использование двойной спирали с переменной шириной (поле повторяет 
структуру нагревателя) [3]. Чтобы получить равномерное распределение 
температуры изменяли ширину нагревателя с коэффициентом 2,5. смогли 
добиться снижения радиального градиента температуры от ~5 K μm-1  для 
стандартных меандра-образных нагревателей до 0,2 K μm-1 для их двойно-
го спиралевидного Pt-нагревателя. Недостаток по сравнению с двумя на-
гревателями заключается в том, что температура гомогенности зависит от 
конструкции и не может быть изменена в дальнейшем. 
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